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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
原子％で（以下、％は原子％を示す）Ｇｅ：２０～３０％、Ｓｂ：２０～３０％を含有し
、さらに酸素：０．３～１．５％を含有し、残部がＴｅおよび不可避不純物からなる組成
を有することを特徴とする耐スパッタ割れ性に優れた相変化型メモリー膜形成用スパッタ
リングターゲット。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、相変化型メモリー膜を形成するための耐スパッタ割れ性に優れたスパッタリ
ングターゲットに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、相変化型不揮発メモリーにはカルコゲナイト半導体として知られているＧｅ－Ｓ
ｂ－Ｔｅ系合金膜が用いられていることは知られており、このＧｅ－Ｓｂ－Ｔｅ系合金膜
は電気パルスを加えて自己加熱させることにより結晶状態と非晶質状態を可逆的に相移転
させることができ、この相移転により電気抵抗が変化するために、この電気抵抗の変化を
記録方法として利用したのが前記相変化型不揮発メモリーである（例えば、非特許文献１
参照）。
前記Ｇｅ－Ｓｂ－Ｔｅ系合金膜は、原子％で（以下、％は原子％を示す）Ｇｅ：２０～３
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０％、Ｓｂ：２０～３０％を含有し、残部がＴｅおよび不可避不純物からなる組成を有す
るであることが知られており、このＧｅ－Ｓｂ－Ｔｅ系合金膜は一般にスパッタリング法
により形成されることが知られている（例えば、特許文献１、２、３などを参照）。
【０００３】
【非特許文献１】
「応用物理」第７１巻　第１２号（２００２）　第１５１３～１５１７頁
【特許文献１】
特表２００１－５０２８４８
【特許文献２】
特表２００２－５１２４３９
【特許文献３】
特表２００２－５４０６０５
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来のＧｅ－Ｓｂ－Ｔｅ系合金製ターゲットは、成膜速度を高めて一層低コスト
のＧｅ－Ｓｂ－Ｔｅ系合金膜を作製するために高出力でスパッタリングを行うと、ターゲ
ットに割れが発生し、ターゲットの交換を余儀なくされて作業効率を上げることができな
かった。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
そこで、本発明者らは、高出力でスパッタリングを行なってもターゲットに割れが発生す
ることのない耐スパッタ割れ性に優れた相変化型メモリー膜形成用スパッタリングターゲ
ットを開発すべく研究を行なった。
その結果、通常のＧｅ－Ｓｂ－Ｔｅ系スパッタリングターゲットに酸素：０．３～１．５
％含有させたスパッタリングターゲットは、高出力でスパッタリングを行なっても割れる
ことがなくなる、という研究結果が得られたのである。
【０００６】
この発明は、かかる研究結果に基づいて成されたものであって、
Ｇｅ：２０～３０％、Ｓｂ：２０～３０％を含有し、さらに酸素：０．３～１．５％を含
有し、残部がＴｅおよび不可避不純物からなる組成を有する耐スパッタ割れ性に優れた相
変化型メモリー膜形成用スパッタリングターゲット、に特徴を有するものである。
【０００７】
この発明の耐スパッタ割れ性に優れた相変化型メモリー膜形成用スパッタリングターゲッ
トの成分組成を前述のごとく限定した理由を説明する。
（ａ）　酸素
スパッタリングターゲットに含まれる酸素の量が０．３％未満では高出力での耐スパッタ
割れ性に効果をあげることができないので好ましくなく、一方、１．５％を越えて含有さ
せると異常放電が発生してパーティクルが多く発生するようになるので好ましくない。し
たがって、この発明のスパッタリングターゲットに含まれる酸素含有量を０．３～１．５
％に定めた。この発明のスパッタリングターゲットに含まれる酸素含有量の一層好ましい
範囲は０．５～１．２％である。
【０００８】
（ｂ）　Ｇｅ、Ｓｂ
この発明の酸素を含む耐スパッタ割れ性に優れた相変化型メモリー膜形成用スパッタリン
グターゲットに含まれるＧｅおよびＳｂは、Ｇｅ：２０～３０％、Ｓｂ：２０～３０％が
好ましい。その理由は、Ｇｅ：２０％未満、Ｓｂ：２０％未満であっても、またＧｅ：３
０％を越え、Ｓｂ：３０％を越えても結晶化時間が長くなって膜の特性が低下するので好
ましくないことによるものである。
【０００９】
この発明の耐スパッタ割れ性に優れた相変化型メモリー膜形成用スパッタリングターゲッ
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トは、所定の成分組成となるように溶解し鋳造して得られたインゴットを粉砕し、この粉
砕粉末を大気中で酸化して原料粉末を作製し、この酸化した原料粉末を真空雰囲気中でホ
ットプレスすることにより製造することができる。このようにして得られた耐スパッタ割
れ性に優れた相変化型メモリー膜形成用スパッタリングターゲットは、組織が適度に微細
であり、その平均結晶粒径は５～３６μｍの範囲内にある。
【００１０】
【発明の実施の形態】
原料合金を石英ルツボで溶解し、金型に鋳造して表１に示される成分組成のインゴットを
作製し、このインゴットをハンマーミルで粉砕することにより３６μｍアンダーの粉砕粉
末を作製し、得られた粉砕粉末を大気中で表１に示される温度および時間保持することに
より酸化処理し、表１に示される成分組成を有する原料粉末Ａ～Ｍを作製した。
得られた原料粉末Ａ～Ｍを金型に充填し、２７．３Ｐａの真空雰囲気中、温度：４００℃
、２時間保持の条件でホットプレスすることにより表２に示される成分組成を有するホッ
トプレス体を作製し、これらホットプレス体を研削加工することにより直径：３００ｍｍ
、厚さ：５ｍｍの寸法を有し表２に示される成分組成を有する本発明ターゲット１～９、
比較ターゲット１～２および従来ターゲットを作製した。
【００１１】
これら本発明ターゲット１～９、比較ターゲット１～２および従来ターゲットをモリブデ
ン製の冷却用バッキングプレートに純度：９９．９９９重量％のインジウムろう材にてハ
ンダ付けし、これを直流マグネトロンスパッタリング装置に装入し、ターゲットと基板（
この基板として表面に厚さ：１００ｎｍのＳｉＯ２を形成したＳｉウエーハを用いた）の
間の距離を７０ｍｍになるようにセットした後、到達真空度：５×１０－５Ｐａ以下にな
るまで真空引きを行い、その後、Ａｒガスをスパッタガス全圧：１．０Ｐａになるように
供給し、表２に示される電力を供給することにより１時間スパッタリングを行い、ターゲ
ットの割れ発生の有無を観察し、その結果を表２に示した。表２において、○は割れが発
生しなかったことを示し、×は割れが発生したことを示す。
【００１２】
【表１】
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【００１３】
【表２】



(5) JP 4172015 B2 2008.10.29

10

20

30

40

50

【００１４】
表２示される結果から、本発明ターゲット１～９は高出力でスパッタしても割れが発生し
ないところから耐スパッタ割れ性に優れていることが分かる。しかし、この発明の条件か
ら外れた酸素を含有する比較ターゲット１～２および従来ターゲットは低出力で割れが発
生したり異常放電が発生してパーティクルが発生したりするので好ましくないことが分か
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る。
【００１５】
【発明の効果】
上述のように、この発明の相変化型メモリー膜形成用スパッタリングターゲットは耐スパ
ッタ割れ性に優れているので高出力で成膜することができ、相変化型メモリー膜のコスト
を一層下げて相変化型不揮発メモリーのコスト削減を行うことができ、光メディア産業の
発展に大いに貢献し得るものである。
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